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エチレ ン分離装置について
Low Temperature Separation Plant for Recovery ofEthylene

木 村
Shigeru Kimura

内 容 梗 概

ナフサ分解ガスよりエチレンを分離する方法には吸着法,吸収法,深冷分離法の三つがあり,ここでほ特に

深冷分離法について述べる｡

深冷分離法には大別してアメリカ方式とヨーロッパ方式があり,おのおのの方式のプロセスを紹介し,

セスの違いほ寒冷製造法,アセチレン除去法,脱水法,精摺堵配列にあることを分析している｡さらに

邪法におけるl棚題点である原料ガス任裾,脱水搭,アセチレン険ム重合物生肱

1.緒 口

第二次世劇大概後世非各円において石油化学工業が急速に発根

し,石油化草原料の主役であるエチレンの′需■要ほ毎年うなぎのほ巧

に上月している｡オ了油化′羊の最も盛んなアメリカにおけるエチレン

/卜度量の推移を第1図に′Jミす｡

油化苧の波は｢1本へも押し寄せ,昭和33年にはエチレンの年産

が開発された｡

現丞三の世界におけるエチレン生踵能力ほ弟1表に′jミすとおりであ

る｡日本ほアメリカの343万tにほとうてい及ばないが,イギリ

ス,西ドイツ,フランスにつぐ生産量を示しでbり,さらに多数の

エチレンプラントが執ノ｣各社によって計画され,あるいは建設中で

ある｡

エチレン,プロピレンなどのオレフィン原料としてほアメリカに

こわいてほ大ナl二ほ了て油精製廃ガス,ヨーロッパおエU･ごFl本でほナフサ

が使われている｡

二1二業的なエチレン分離法としてほ吸弟法,吸収法,深冷分離法や

三つがあげられる｡

吸着法は活性炭吸着剤の移動沫によりガスを分離するものでハイ

パーソープショソ法と呼ばれ,7メリカのUnion OilCo.of Cali-

forniaによって開発された｡

Midland に場工

Dow Chemical祉

課され,運転されているが,吸着

業熱が若~l二高いため,ほとんど行なわれていない｡

吸収法ほ浴姓として分子量80程比の方 族留分を使用して,

35kg/cm2,u15℃でェチレソおよぴエチレンより炭素数の多い炭

化水素を吸収Lて,水素,メタンを分離するものである｡吸収法に

よるエチレン分離装m憬アメリカのLummus祉によって建,i貸され

ているが,アメリカの生産量のうち15%をl上iめるにすぎず,大槻二産

プラントでは深冷分離漉よりJ なるためLummus封二も

最近のプラントではすべて深冷分離法に転換している｡

深冷分離砿ほ原料ガスを低温まで冷却,液化L,蒸留によっで各

留分に分離するものであって,現在エチレン分離装前の90%以上を

■Jfめている｡

本種文は深冷分離法の概要について述べることを‖的としており

特にナフサ分解ガスよi)のエチレン分離装il■宣を対象としている｡

2.エチレン分離装置の代表的プロセス

2.1アメリカ方式とヨーロッパ方式

エチレン分 装障のプロセスにほいろいろあるが,大別すると

(イ)アメリカ方式

(ロ)ヨーロッパ方式

の二つに分けることができる｡
*
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留構について述べている｡
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節1図 アメリカにおけるエチレン隼躍罷の推移

茂*

節1ノミ 世界におけるエチレン生産能力(1961年)
(単位1,000t/年)

アメリカ方式ほアメリカで発達した石仙精髄†二 の常阻またほ常

阻以上のプロセスを低f闘こ移動したものであり,ヨーロッパ方式は

空悠仇敵矧牲 コークス炉ガス分離装Fl竺一三など-200℃程度の極低温

の聾誓言l■′たに端を発し,むしろ阻度の高い方へ発根させたものである｡

アメリカ方式にしても,ヨーロッ/リブ式にしても固有の技術を発

根させてきたものであり,プロセスの進歩発根に伴い,両方式の基

本的尤点は歩み′寄りを′Jミしていることは典陳轢い｡

アメリカ方式ほStone&Webster祉,Kellog祉,Lummus社,

C.F.Braun祉などによって代表される｡その特徴は下記のとおり

である｡

仝プラント甜王である｡

二元または三元冷殊サイクルを採川している｡

アセチレン除去ほ接触水流による｡

ヨーロッパ方式ほLinde杜によって代 され,特徴は

(1)メタン分離,エチレン分離を低ノlナご行なう｡

(2) /一｢
リ

ー｢ノ
一剋製冷畑ハ､ と原料ガスのジュール･トムソソ効児

を利用している｡

(3)アセチレン除去はアセトン吸収法による｡

2.2 代表的プロセスの説明

代表的なプロセスとしてStone&Webster祉,Kellog祉,Linde

祉のプロセスについて述べる｡
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2.2.1S†one&Webs†er式プロセス

舞2図にStone&Webster式プロセスを示す｡

分解炉を出た分解ガスは熱回収ボイラにより冷却,

さらにクェソテソグ堺で分解油と接触して冷却,燕留

坊で分解油を分離する｡分解ガスほ圧縦機により

17kg/cm2Gに昇圧,ソーダ洗浄堺によりCO2,H2S

を除去,第一脱水塔にて水分を除上する｡脱プロパン

堺でほプロノバソより低沸点の留分が塔噴田山物とな

り,B-B留分より高沸ノ･さÅの何分が坊氏袖山物となる｡

缶Uj物は蒸留塔留出物の分解ガソリンとともに脱ペソ

タン塔へ供給され,C4,C5は留山物,分解油は缶出物

となる｡僅川j物のC4,C5は脱ブタン堵:でC4,C5に分

離される｡脱ペソタン塀甘川_川勿ほ再蒸僧坊で分解重ざIll

と分解ガソリンに分離する｡脱プロパン構頂の留出ガ

スほプロピレン冷媒匿よって冷却され,一部還流とし

てj夫る｡軌｣jガスほ頂料ガスを冷却して塞冷凍車=反

し,常軌hこなり,再生熱~交,加熱炉により渥度上昇し,

アセチレン水添桁を通る｢′ 水添堺では選択的水添によ

りアセチレソはェチレソに変わる｡この際エチレンの

一部ほ水素添加されてエタンかこ変わり,エチレンjl!づ三

となる｡ガスほ冷却後,38lくg/cm2Gにナ‖_【三されるっ

節二脱水坊で脱水ののち,冷媒によって-60℃に冷

却され,第一-･脱メタン堺に入F),水素,メタンに分離

される｡C2-C3留分よりなる信州物は脱エタン耶によ

りC2とC3に分離される｡

てtナ出物ほこのままP-P留分として製ぶとなるか,ま

たほプロピレン堺によって純プロビレソが製造され

る｡了Ⅰ_iJ一日物ほ二木のエチレソ構で縮留さJt,98､99.9%

のエチレンを得るっ坊庶より産出するエタンほ剖†】の

分解炉にて分解し,原料ガスに加えられるr)第ニュチ

レン構よりのエチレンほ打に二脱メタソ坊によりメタン

など軽い成分が除かれてて払■■■■lとなる〔

2.2.2 Kellog式プロセス

Kell昭ネ_1二のプロセスを弟3図にホす｡
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第3囲 Kellog 式

ふ世

ど均一

G鶴-

メタン圧縮磯

分解かをⅢた分解ガスは任紬機で38kg/cm2に昇圧し,了備分

離構にほいる｡ここでP-P分u__との屯い留分T｣川i物となる｡留Fll

ガスほ脱水堵で水分除ムしたのち脱メタン構で水嘉,メタンを分

離,脱エタン坊でP-P留分分離ののら,C2留分がエチレン構へ供

給され,98%のエチレンが留i_Iiガ､スとして得らJtる〔この98%

エチレンに水素な添加したのら,水添靖にてほ触水沫を7~ナなわ

せ,第二脱メタン構にて少品のメタン,水素な分離し,雛ニュチレ

ン塔でエタンを除去し,99.9%のエテレソをf-しfる｡予備分灘堀≠

才一11物は液状でソーダ洗浄,水洗浄が行なj)れたの亡J,脱エタン熔

析出物のP-P留分と合流して脱ブタン坊に供給され,分離仙を分

離したのち脱プロノパン堺でP-P何分とB-Ii留分を得る｡分桐油

はさらに再蒸留佑により分解ガソリンと重油に分離される｡

このプロセスの特徴ほ二~州Jf分離耶で市門留分を分離Lてしまっ

て脱水堺におけるジェン類のiR斜こよる性能伏下を防ぎ‖たこと

および脱メタン構後でアセチレン水添を子~fなって水添の選択性を

増加して,エチレン損失を小さくしたことにある｡

2.2.3 Linde式プロセス

ヨーロッパプJ式の代表としてリンデ什のプロセスを弟4図に示

す｡

分解ガスほ圧縮機により35kg/cm2に抑干される｡与卜圧の途中

中間段でソーダ洗浄が行なわれる｡二本のソーダ堺のうち一本ほ

硫化カルポニル除去を考慮して60℃で 怯される｡351(g/cm2の

1
一

′｢｣｣1t
卜..-ト最

セ

1

､て

′
｢
占
-
う

-

･-.∴.侍錮

乱

=≠

膚

.■什

■
.
.
1
■
■

∵
■

.仁†十｣ト▲-

ー

ヽ

｢
∴
･
-
｣

■

｣

∴
ラ
･
･
-

--
1｣

｢
∴
■
｣

ロ ｣ニ ス

睨料ガス江都岡

ソーダ托浄堺

第一冷却器

第二冷却器

脱 水 精

水分離タン′ク

C2-C3液タンク

脱エタン構

第4岡 Linde ユ･t
プ

｢
∴
`
L

9

10

･､皿

=てノ∴い･い.左宣

-
-
-
-
■

11:

12

13

14:

ロ セ ス

〃ヨ

肌
一
一
"
軋

Ⅷ
㌧
Ⅷ
職
和
■

雛~二冷ノこ昭芹

脱メタソ塔

気按分離器

第l里冷却器

エチレン堵

アーl:トソ洗浄塔

アセトンII川り若

エチレン圧絡機

分解ガスほ第一冷却諾榊こより-10℃に冷却さjt,一部炭化水素と

水分がi■夜化する｡j液化炭化水素と凝縮水はタンクで分離され,液

化炭化水其のみC三-C3i夜タンクへほいる〔第一一一冷却甘劉1-‡た原料

ガスほ,第二冷却鍔でプロビレソまたほアンモニ7冷凍により,

-40℃まで絆は1さjl.るっ
打ト･冷却照,第二冷却照までは脱水堺が

ないため,~l頼‰裾榊こは水分, 溶射刑水の物水加地/1水銀

k熱管のl吊を閉耕してしまう〔そのた漬,雛--･,a′‡二冷却裾はお

のおの2基設けられ,切換使川されるり氷結の起こったものほ加

混ガスにより融氷される｡節二冷却榔こおいてほ原料ガスの大ナⅠ二

は液化し,P-P留分より重いものほほとんど完全に液化する｡第

二冷却掛取部よ引Iiる駅料ガスは脱水堵:により完全に水分が除去

され,雛三冷却拙こはいる｡雛三冷却器では一部のみ液化L-60℃

で脱メタン堺リボイラにはいる′)ここで-90℃に冷却された原料

ガスは1く液分離器で液化分を分離L,至和叫冷却詩語で一130℃まで冷

却される(〕打f円冷却器-~ごほメタン,エチレンが液化する｡特にエチ

レンは克仝に液化してしまい,残ガス小に残るのほ0.1%以下であ

-
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る｡残ガスほ水素70＼80夕方,残りほメタンという如戌となる｡､

一方,C2-C3液タソクにたまった純分留分は脱料ガス･いのC3よ

り二l住い成分と,それにメタン,C2が社是合したものであり,脱エタ

ン抑こ供給され,メタンとC汗域Ⅶ朝川-けスとなる,_.脱ニーニタン筋

子J_川｣物は脱プロパン貯でfしP用分美瑛､離,脱ブタン佑でB一日留

分,C5留分を分離しているし,脱エタン精留桝ガスほ佑制州こはい

り,脱メタン構リボイラで液化,脱メタン甥巨＼供給さ′れる.｡脱メ

タン堵でメタンとC2留分に分別される｡脱メタン情還流はメタ

ンの循肝-デイクルによって製造さJLる｡脱メタンよ椚裾月カ'､スほ雛

四冷ムl雌,第三冷畑杭 第一冷却器-ご徹肘伽こ塞冷をH収して製

11~1-1となる｡脱メタン塔れ肛物(エチレンとエタンより成る)はエ

チレン抑こ供給され,高純度エチレンが作られる｡エチレン精の

還流も胴メタン搭とH様に,エチレン循現サイクルによって作ら

れている｡

ち′ざ三冷却器以後の機;柚よ保榊冊こ収容され
一打機服の問ほ保冷

材の㍊綿が充てんされる｡

装 置 に つ い

β｣力
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A 図のStone&Webster式プロセ

スのように脱メタン搭の前で水添

を行なう方式と弟3図のKellog

式プロセスのように脱メタン堵の

後で水沫を行なう方式がある｡前

者の場合は原料ガス中に水素が存

在するため,リー如こ水素添加を行な

う必二要ほないが,処理量が多く,

水素分圧が大きいため選択性のよ

い触媒を多昆匿必要とする｡後者

の場合,外部より水素を添加する

ため,水素分圧が㈹く,処毘ガス

最も前者の三分の一程度になる

が, 加した水素を分離する齢留

坑を一基必要とする｡

吸収法は第4図のように製〟】エ

チレン中アセチレンを低温のアセ

トンによって吸収除去するもので

節6図l]己/:一§気上_[締式

還流製造法

入すると配管の閉そべをひき

アセトンは再

れる｡

され,循環使用さ

3.3 脱 水 法

原料ガス中の水分が深冷部へ浸

こすため,水分は徹底的に除去する

3.プロセスの差異の分析

以上,代表的なエチレン分離装mのプロセスについて述べたが,

このようなプロセスの弟がfl_iてくる別人は分析してみると,次のよ

うな点の速いによるものであるということがわかる｡

(イ)寒冷製造法

(ロ)アセチレン除去法

(ハ)脱水法

(ニ)精留塔配列

3.1寒冷製造さ去

2･1で述べたように,アメリカガ式では醐こごけスの冷却,机用耶

の還流製ぶのため,二元または三元冷練サイクルを採川している｡

そのためプロセスの流れは比較的簡申であるが,冷凍サイクルほ複

雑となっている｡三元冷凍サイクルの-･例む第5図に示す｡

ヨーロッパ方式では原料ガスの-40℃までの冷却,精官怖還流の

製造匿はアンモニアまたはプロビレソの一元冷凍が依来車,-40℃

以~l旬M針料ガスの冷ノ肌Ⅲ胴ガス白身の20-､-35kg/cITュ2から常=三什

近までの膨張,す■なわちジュール･トムソン効果によっている｡こ

のため悦メタン附寸近♂〕流川よいくぷん複雑になるが,冷凍サイク

′しほ--▲ノ己のため非常に簡ヤとなる｡

脱メタン構,エチレン構の還流傑ぶは売る図にホLたような循頭

サイクルによって行なわれる｡

3･2 アセチレン除去法

アセチレン除去法には

(イ)接触水添法

(ロ)吸収渋

の二つのプブ法がある｡

接触水添法ほアセチレンと水素が共〟するガスを触掛倒こ通して

アセチレンのみに水素を添加させ,エチレンに転換するもので第2

必要がある｡水分の除去は活性アルミナ,浦性ボーキサイトなどの

吸着剤による｡

Stone &Webtser式プロセスでは原料ガスは水およびプロピレ

ン冷嫌に｣こって20℃に冷却されたのち,脱水塔へはいる｡脱水坑へ

はいる混度を低くすることは脱水別の負荷を軽減する｡このプロセ

スでは水沫構に蒸気を添加しているので水添搭の後に第二脱水塔を

入れている｡

Kellogンい⊃ロセスでは予備分離堺でC4以上の重質炭化水素を除

去したのち,脱水している{⊃ これほ高級ジュン類を脱水剤と接触さ

せることを濁酎ナることができ,吸着剤のガ命を長くすることができ

る｡このプロセスでほ水添を脱メタン塔後にしたため,第二脱水坊

の必■要がない｡

Lhde式プロセスでほ頂料ガスほ【40℃まで冷却されてから脱水

場巨＼はいる′二,したがって吸着剤町所要硫は非′削こ小さくなる｡

3.4 精留塔配列;去

ナフーサ分解ガスより

(イ)水素+メタン

(ロ)エチレン

(ハ)エタン

(ニ) プtコピレンーープロ/ぺン

(ホ)Cj

(へ)C5リ｣二

の六成分に分灘する場合

(a)脱メタン構

(b)脱エタン硲

(c)エチレン堵

(d)脱プロパン精

(e)脱ブタン搭

の五木の精留構が必要であり,これら精留堵閥列の最如こどの精

留佑をもってくるかによってプロセスほほば決まってL′まう｡この

配列の方式は

(1)脱メタン耶TOP

(2)脱エタン熔TOP
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(3)脱プロパン塔TOP

の三つがある｡ほかの精留箪がTOPにくるプロセスは現在出てい

ない｡

Stone&Webster式プロセスは(3)であり,Kellog式,Linde

式は(2)の変形である｡

4.エチレン分離装置の問題点

4.1原料ガス圧縮機

4.1.1原料ガスの凝縮

分解ガスは炭素数10くらいまでの服門炭化水素が含まれている

ため,圧縮の際一部凝縮する｡凝縮ほ･い閃冷却器,後部冷却掛こお

いて こる｡凝縮腋が次.段のシリンダ｣畑こはいると潤滑油をうす

める可能性があるので冷却器後には分離器を設ける必要がある｡

シリンダ内でも凝縮の る可能件があるので,シリソダlノ引こ

は液だまり部分ができないよう,また凝縮液が重力によって除去

できるように考慮しなけJLばならない｡

凝縮液ほC止=二の~相賀成分が多ぺ含まれるが,水素,メタン,

エチレンも若十含まれており,これドー〕をい朝又するため次の{】こうな

処理法が行なわれている｡

(イ)C4より軽い成分を分離Lて原料ガス圧縮機吸い込みへもど

し,残液を脱ブタン耶へ供給する｡

(ロ)凝縮液を液相で水分除去したのち,ポンプによって原料ガ

スに加える｡

4.1.2 ガム状付着物

分解ガス旺縮の際,含まれているジュン類など高級不飽和炭化

が高温でガム状重合物を生成し,シリンダ内弧 吸入弁,吐

出弁,配管などに付着する｡ガム状弔合物には配管のさびが若干

含まれているため弁をいためやすく,運転し巨またほ停止時に洗浄

する必要がある｡

合物の生成を抑制するためにはシリンダ内ガス温度が100℃

を越えないようにすることが必要である｡原料ガス圧縮機の吐出

圧力を35～38kg/cm2に井LI:するのに普通四段またほ五段比縮が

採用されている｡

4.2 脱 水 塔

4,2.1重合物による性能の低下

原料ガスの水分除去に佐川される吸着剤の脱水性能は時間とと

もに減少Lてゆく｡これは吸前剤にごく微量吸着された原料ガス

中不飽和化合物が,吸着剤~再生の際,高温ガスのため

着剤の

る｡

吸

面に付着して,11Jfl三のたびに蓄積されるためと考えられ

吸着剤は触媒の担体に使用されていることからわかるようにか

なり触媒作用があり,市合を促進している∩

~重合物iこよる吸着剤の性能伏下を抑制するにほ次のことに刃三意

する必要があるっ

(1)再/Ⅰ_三ガスには高級車飽和化合物を一合まないものを使川す

る｡

(2)加温する前に常渦の再生ガスを通して,吸着剤に吸着され

ている高級不飽和化合物のパージを行なう｡

吸着剤に触媒作用の少ないものを使用する｡

再生ガスにほ水分を含まない

を低くする｡

｣け〕JL
† ガスを使用し,再生温度

ム2.2 脱水塔入口温度

弟2表にみられるように,水の燕矢圧ほ0､ノ40℃の相川でほ混

度が10℃下がると燕気圧i･よ二l二滅するから｣脱水堵杷はいるガス温

度が低いほど吸着剤の負荷は小さくなる｡

一九 ガス温度が下がると炭化水素の水和物(hydrate)の生成

節44巻 第10号

第2表 水 の 蒸 気 上玉

の危険カミあるrJ水和物は炭化水素と水分が高圧の下で共:rf二する場

合,氷∴'､(以卜でも凍結を起こす｡そのためガス温度は脱水塔の貞

荷を小さくし,Lかも水和物の生成の危険のない適当な温度を選

択しなければならない｡

4.3 リボイラにおける重合物の付着

脱プロパン耽 脱ブタン構,脱ペソタン塔の構底,特にリボイラ

でほイ＼飽和化合物が重合してガム状重合物を/1成し,伝熱管 面に

付新L,比熱せ妨げる｢.付新した屯倉物には適当な洗沖剤がない,

め機械的に除]_三する以外ノノ法はないので,リボイラは二基設けて切

換使川LなけjLばなF_)ない｢,

リボイラの重た物の′H戊封印;別するにほ搭の操作圧力を低くL_て

構蟻阻止宕了できるだけ下げ,加熱燕克も供北淡ヰのを便川する｡

操r′直上ソJをできるだけ眠くして,精瓜弘t比を巾合を さない稚

比に什冒i一山こすることも考えられるが,構]fiコンデンサに冷陳を班ノ~tl

する必要が皿てきて経済的でほない｡

リボイラほ汀抽11のプ‡易な点を考えて管伸こプロセス流体,管外蒸

気加熱とする｡

4.4 アセチレン除去法

4.ム1水 添 法

アセチレン水添触媒にほ次のようなものがある｡

MoS,Pd,Ni-Cr,Ni,Co-･Mo,Ni-Co-Cr

エチレン分離想描封こ広く使用されているのほCo-Mo,NトCo-

Crの二椎である｡

Co-Mo触媒ほSV500､1,000,180～320℃で使用され,選択

性を増す七め水蒸気が添加される｡2～4週間ごとに再 を行な

う必要がある｡再生は370℃の過熱蒸気に空気を添加Lたものを

脚†1する｡エチレンの韮iジミほ1ヘノ3% といわれる｡

Ni-Co-Cr触媒はSVl,OO(ト3,000,120へ･300℃で使川され,水

蒸気の添加ほ行なわれない｡3仰月ごとに370℃の過熱蒸気と水

系で円竺じを子_fなう｡エチレン損失は1%以~卜といわれる｡

水沫触な肘ま再′h｣′〔後は活性が人きいため,低阻で佐川し,活性

がお~らるに従って温度を上げていき,被毒効果を温度で補なって

ゆくr)比憧的少量の硫化物,一酸化炭素ほ触媒の

硫化物が多いと短期間で活性を共七ってLまう｡

4,4.2 吸 収 法

択性を増すが,

Ⅰノinde式プロセスでほ
-60～-70℃におけるアセトン吸収が

使われる′〕この温度におけるアセチレンの溶解度はエチレンの30

†㌣~√さあってアセチレンは容易に除ムできるが,エチレンの分圧が

人きいたJJ)エチレンもi■容解するので,アセトンを性生坊に供都す

るl輌こ･度加温フラッシュしてエチレンのl‖l収をはかる必要があ

U′-.

宿根としてほDMF(ジメチルフォルム7

作混度宜ヰっと点くすることができる｡

4.5 低 温 材 料

ド)~を使用すれば操

ーー舶に炭素鋼は転移渥度が高く,衝撃値ほ0℃什近より下降し始

め,使用可能最低温彪は-15～一20℃である｡この温度以下では次

の｣こうな材料が使用される｡

一45℃ アルミキルド銅

-60℃ 2.5%Ni鋼

一100℃ 3.5%Ni鋼

-100℃以~F 18-8ステンレス鋼,銅,アルミ,黄銅
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門L三 管 用 禦ら交 換 器=用

臼 b旧

第3表にASTM姐榔こきめらかている供混材料をホす｡従来の

JIS規格には低温用の材料規格ほなかったが,ll/用137年3ノ~Jに新し

く下.記のものが制定された--

STPL39

STPI.46

STBL39

STBL46

(A333G上).C相当)

(A333GD.3相当)

(A334GD.C和､rl)

(A334GD.3相当)

鋼 鍛 鋼

最近,低混装置の建設が盛になっており,JIS規格の低弘川~料も

充実されるものと思われる｡

4.d 脱メ タ ン塔

脱メタン構の操作ほ力はアメリカ方式では37lくg/cm2,ヨーロッ

パ方式では0.51くg/cm2程度である｡1E力37kg/cm2の場合,コン

デンサはニフ亡冷凍ではエチレン冷媒により,三元冷凍ではメタン冷

媒によって冷却されるっ Lたがって脱メタン堵頂留珊ガスの温度は

二元冷凍で-95℃,三元冷凍で-135℃である⊂.三元冷凍の場合,

何州ガスの水素メタン中に残るエチレンは0.1%以下であるが,二

元冷凍の場翻こは4%程度のエチレンが残/つでわり,そのままでほ

エチレン収率が悪いので,エチレンを回収するプロセスが追加され

ている｡

操作圧力0.5kg/cmコの場合,還流は祈環メタンサイクルによって

製造される(第d図参照)｡循環メタンほ塔頂より留附するメタンを

50kg/cm2に昇ほL･,脱メタン構リボイラを加熱することにより循

環等メタンを冷却し 甘影張介を通じて0.5kg/cm2までフラッシュさ

せ,液休メタンをつくる〔

操作旺力37kg/cmヨの場合,メタンとエチレンの比揮発度ほ約5

であるが,操作圧力0.5kg/cm2でほ比揮発度約4(jであり,低圧の

方が分離しやすい()

脱メタン坊の熱収支制御恨アメリカ方式ではリボイラ加熱昆調節

によるのが,ヨーロッパ方式は缶Ⅲ物の液化ガスの割合を調節する

ことによって行なわれる｡

4.7 エチ レ ン塔

アメリカ方式でほ操作圧力20～281(g/cm2,還流の製造およびリ

ボイラ加熱はプロピレンまたはプロパン冷媒による｡ヨーロッパ方

式では操作圧力0.4kg/cm2,還流の製造およひリボイラ加熱は循環

エチレンによっている｡比揮発度は操作圧力 201(g/cm2で1.4,

0.4l(g/cm2で2.2で,低止法の方が分離しやすく,還流比,段数を

小さくすることができる｡

4.8 脱エ タ ン塔

操作圧力20～30kg/cm2,コソデソサ冷却はプロビレソまたはプ

ロバソ冷 リボイラほ予備の必要なく,蒸気加熱で

ある｡

4.9 脱ブ タ ン塔

操作圧功2～5kg/cm2,コンデンサは水冷却でよい｡

4.10 脱プロパン塔

操作圧力は15～18kg/cm2で,Stone&Webster式のように

プロパン塔が脱エタン堵の前にある場合にはコンデンサはプロピレ

ンまたほプロパン冷凍により冷却する必要があるが,Kellog式,

Linde式のように脱エタン精の後にくる場合には水冷却でよい｡

4.1】プロピレン分離

プロピレンープロパンの比揮発度は非常に小さいため,その分離は

比較的困難である｡

分離法には操作圧力20kg/cll12の高圧式と撹作圧力6/､､-131くg/cn12

の申圧式があり,その還流製造を高圧式ではコンデンサによる水冷

却によっているのに対し,中圧式は術環プロビレソサイクルを便Ⅷ

する自己蒸気圧縮式である｡高旺式でほ精留堵段数ほ100段を越え

るため,･坊を二本に分けることが必要となってくる｡

高比式でも中位式でも建設費ほ大差ないが,原料液中のプロピレ

ン濃度が90%以上の場合には高圧式が若干有利である｡

5.結 言

以上エチレン分離装帯の各プロセスの特徴,問題ノ･真について述べ

た｡

日立製作所においてほ数年前よりエチレン分離装置の開発を行な

っており,気液平衡係数の測定,新しい脱水剤の開

除去法の研究などを続けてきたが,これらの研究を

在口立式エチレン分離装置第1号を 作中である｡

エチレン分離装置が純国産技術のみによって設計,

であることを誇りとしている｡

,アセチレン

礎として,現

われわれほこの

作されたもの
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